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摘要(译)

描述了顺应性双极微器件转移头阵列和从SOI衬底形成顺应性双极微器件
转移阵列的方法。在一个实施例中，顺应性双极微器件转移头阵列包括
基础衬底和在基础衬底上方的图案化硅层。图案化的硅层可以包括第一
和第二硅互连，以及第一和第二硅电极阵列，其与第一和第二硅互连电
连接并且可偏转到基础衬底和硅电极之间的一个或多个腔中。
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